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研究成果の概要（和文）：水溶性高分子であるポリビニルアルコール（PVA）を原料とした多孔質カーボンナノ
ファイバーの作製法を開発した。PVAと炭化促進剤であるリン酸二アンモニウム（DAP）、界面活性剤ドデシル硫
酸ナトリウム（SDS）の混合水溶液の静電紡糸、炭化によりカーボンナノファイバーを作製した。DAP、SDSの熱
分解により生じた塩粒子を鋳型とした細孔構造がナノファイバー内に形成された。電気二重層キャパシタ電極へ
の応用可能性について検討し、この細孔構造が内部抵抗低減に寄与することを見出した。また、PVAとモノドデ
シルリン酸ナトリウム（SMDP）の水溶液からも多孔質カーボンナノファイバーを作製可能であることを示した。

研究成果の概要（英文）：Poly(vinyl alcohol) (PVA) is a low-cost and water-soluble polymer. We have 
developed an environmental-benign method to fabricate porous carbon nanofibers from PVA. Carbon 
nanofibers were fabricated by electrospinning an aqueous solution of PVA, diammonium hydrogen 
phosphate (DAP) as a carbonization agent, and a cationic surfactant, sodium dodecyl sulfate (SDS), 
followed by the carbonization. The salt particles were formed by the decomposition of DAP and SDS 
during the thermal treatment and served as templates for the formation of pores inside of carbon 
nanofibers. The applicability of the carbon nanofiber as the electrode of electric double layer 
capacitor was investigated. The inner pore structure contributed to the decrease of internal 
resistance. We could also fabricate the porous carbon nanofiber using an aqueous solution of PVA and
 sodium monododecyl phosphate (SMDP), which served as the carbonization agent as well as the 
template.

研究分野： 化学工学

キーワード： カーボン　ナノファイバー　多孔質材料　電気二重層キャパシタ
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